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BaSnO3へのスピン・キャリアドーピング 

 
1. 背景 

 希薄磁性半導体は内部にキャリアとスピンの自

由度を持ち、それらの間に相互作用が生じること

により巨大磁気抵抗などの多彩な現象を示す。近

年では化合物半導体への磁性イオンのドーピング

により室温での強磁性が確認されており、実用化

への期待が寄せられている。ペロブスカイト酸化

物 SrTiO3においては、Sr2+を La3+に置換し Ti サ

イトへのキャリアドーピングを図り、また Ti4+を

Cr3+に置換する事で局在スピンのドーピングを行

った結果、負の磁気抵抗効果が発現することが見

出されている[1]。 

近年の研究で、ペロブスカイト酸化物 BaSnO3

に対して Ba2+を La3+に置換し Sn サイトへのキャ

リアドーピングに成功した例がある[2]。本研究で

は、Ba2+の La3+置換に加えて、Sn4+を Ni2+に置換

して局在スピンの導入を図った。 

2. 実験目的と方法 

Ba1-yLaySn1-xNixO3 を 1350℃で空気雰囲気下で

焼結し、ドープの割合を x=0~0.06,y=0~0.09,y≥x

として計 46種類の試料を作製した。またそれぞれ

の試料に対して、電気抵抗率の温度依存性と、

SQUID を用いた磁化率の測定を行った。 

3. 結果と考察 

Fig. 1 に y=0.07 の時の電気抵抗率測定の結果を

示す。 x(スピンドープの数)の増加に伴い抵抗率が

増加していることがわかる。形式的には y>2xの時

に Sn サイトに電子がドープされるが、x と y を

様々に変化させた実験結果もこの見積りとコンシ

ステントであることがわかった。 

Fig. 2 に y=0.08 の時の 0.1T の磁場を印加した

際の磁化率の結果を示す。キュリーワイスの法則 

χ =
𝐶

𝑇 + 𝜃
 (𝑐𝑚3/mol) 

よりそれぞれの試料のキュリー定数を算出した。

これを Fig. 3に示す。また、Niあたり S=1のスピ

ンを仮定した時のキュリー定数を理論値として示

した。xの増加に伴い(ばらつきはあるものの)キュ

リー定数が Ni あたり S=1 のスピンを持つように

増加することがわかる。 

 以上に示すように希薄磁性半導体のキャリアと

スピンの制御に成功したといえる。 
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Fig. 1 La濃度 y=0.07 のときの電気抵抗率の温度

依存性 

 

 
Fig. 2 La 濃度 y=0.08 のとき磁場 0.1T を印加し

たときの磁化率の温度依存性 

 
Fig. 3 キュリー定数の x(Niドープの数)依存性 

 


